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elektronischer Koppler

Prilfzertifikat VDE 0883

Der optoelektronische Koppler MB 104 besteht
aus einer IRED im Eingangskrels und einem
planaren npn~Si-Fototransistor mit und ohne
Basisanschlufl im Ausgangskreis. Er dient sur
galvanischen Trenmung von Stromkreisen mit
hohen Potentieldifferenzen und ist vorwle-

gend fiir den Elnsat: in der Me3-, Steuer-
und Hegelungstechnik vorgesehen.

Flir den Koppler MB 104 gelten folgende Tyo-
bezeiohnungean:

MB 104/4 A-F i mit hersusgefilhrter Basis
MB 104/5 A-P

ME 104/6 A-F ohne hersusgefihrter Bapis

Manse :

0,5 g
Standard: TGL 36609

Anschlufl  Balasgung
1 IRED=-Anods
2 IRED-Hatode
3 nizht belegt o
4 Pototraneistor-Imittsr
5 Pototransistor-Xollextar
B Fototransietor-Basls

bezw. nicht belegt
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Betriebetemperatur-

bereich & 55 5 %
I.mrmrhnplnm- [
bereich 'aii; 43 +35 ¢
Lagerung bis gu 30TagenPyyy =55  +125 %
Eriechatracke 28,4 oo
Luftstrecke £ 6,9 mm
1) gilt nur fir Kollektor-Emitter-Strom-

gruppen E und F
2) h-i -1n-r Temperatur bia & TO °c;{§ur 70 %

% 55 °C Reduktion um 1,33 mi

3} hui -1n¢r Temperatur bie & 70 °C; fiur 70 “C
# 85 °C Reduktion um 2,67 mA/K,

e

= 50 pa; 'fp' » 1 52

nur fiir Koppler ME 104/4; ME 104/5

5) bei & = 25 °c; tur 25 % <9, & 85 °0,
Reduktion um 2,67 aW/K

3) innerhalb 1 min; gllt nur fir Standard-
bezugsatmogphiire nech’ TGL 20 618/02
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Abhéingigkeit des DurchlaBgleichsiromes bzw.
des periodischen Spitzendurchlalstromes von
der Umgebungstemperatur
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Durchlafsplzenstrom der Eingangsdiode des
Iq*ppla-rn el einer Umgebungstemperatur

$ = 25 °C in Abhlngigkeit der Impulsdauer
Ferameter: Taatverhiltnis
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Mittlerer Kollektorstrom des Ausgangstran=

gistors beim Koppler in Abhlngipgkeit 4
Kollektor-Emitter-Spannung s 'r

Parameter: DurchlaBstrom T
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Hormierter Kollektoratrom in Abhiingigkeit des
Besia-Emitter-Widerstandes beim Koppler
Parameter: DurchlaBstrom Ip
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Mittlerer normierter Kollektorstrom des
Ausgangetransistors beim Hoppler in Ab-
hingigkeit der Umgebungatemperatur
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Mittlerer Hollektoratrom des Ausgangstran-
gitors beim Eoppler in Abhlngigkeit des
Durchlafstromes der Eingangsdiode
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Mittlerer Durchlafstrom der Eingangediode
dea Kopplers in Abhlngigkeit von der Durch-

ladspannung .

Parameter: Umgebungstemperatur &
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